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Veroffentlicht:
mit internationalem Recherchenbericht
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(54) Title: STABILIZED ETCHING SOLUTIONS FOR CU AND CU/NI LAYERS

(54) Bezeichnung: STABILISIERTE ATZLOSUNGEN FUR CU- UND CU/NI-SCHICHTEN

(57) Abstract: The invention relates to novel solutions that are stable in storage with the aid of which, in semiconductor technology,
specific metallization layers made of copper and also Cu/Ni layers can be etched. The novel etching solutions make it possible to
etch and structure pure copper metallizations, layers made of copper/nickel alloys and also couple and nickel layers lying one atop
the other. The solutions contain nitric acid, hydrogen peroxide, citric acid and water.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft neue, lagerstabile Lésungen, mit deren Hilfe in der Halbleitertechno-
logie gezielt Metallisierungsschichten aus Kupfer aber auch Cu/Ni- Schichten geiitzt werden kénnen. Mit den neuen Atzlésungen
ist es moglich, reine Kupfermetallisierungen, Schichten aus Kupfer-Nickel-Legierungen aber auch tibereinander liegende Kupfer
und Nickelschichten zu 4tzen und zu strukturieren. Die Ldsungen enthalten Salpetersdure, Wasserstoffperoxid, Zitronenséure und

Wasser.



